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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
基底，具有彼此相對的前側與背側；

半導體層，配置在所述基底的所述前側上；

源極電極，配置在所述半導體層上；

第一金屬層，配置在所述源極電極上；

開口，形成於所述第一金屬層的頂面且位於源極電極的正上方，其中所述開口在上視角

度下與所述第一金屬層和所述源極電極完全重疊；

背側通孔，從所述基底的所述背側延伸至所述第一金屬層的底面，其中所述背側通孔與

所述源極電極側向分隔一非零距離；以及

背側金屬層，配置在所述基底的所述背側上且延伸覆蓋所述背側通孔的表面。

2.　如請求項 1所述的半導體元件，其中所述背側通孔藉由介電材料與所述源極電極物理分
隔。

3.　如請求項 2所述的半導體元件，其中所述背側通孔貫穿所述基底、所述半導體層以及所
述介電材料，以與所述第一金屬層接觸。

4.　如請求項 1所述的半導體元件，其中所述背側金屬層共形覆蓋所述背側通孔的所述表
面，以在所述背側通孔中形成中空空間。

5.　如請求項 4所述的半導體元件，更包括：填充材料填入所述中空空間，使得所述背側金
屬層包覆所述填充材料。

6.　如請求項 5所述的半導體元件，其中所述填充材料包括絕緣材料。
7.　如請求項 5所述的半導體元件，其中所述填充材料包括金屬材料。
8.　如請求項 5所述的半導體元件，其中所述填充材料與所述背側金屬層具有相同材料。
9.　如請求項 5所述的半導體元件，其中所述填充材料的底面高於所述背側金屬層的最低底
面。
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10.   如請求項 5所述的半導體元件，其中所述填充材料的底面與所述背側金屬層的最低底面
實質上齊平。

11.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述背側通孔的上視形狀包括圓形、橢圓形或其組
合。

12.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述背側通孔的直徑介於 30 μm至 60 μm之間，且
所述背側通孔的高度介於 50 μm至 200 μm之間。

13.   如請求項 1所述的半導體元件，更包括：
汲極電極，配置在所述半導體層上；以及

閘極電極，配置在所述源極電極與所述汲極電極之間的所述半導體層上，其中所述源極

電極、所述閘極電極以及所述汲極電極被介電材料覆蓋且藉由所述介電材料彼此物理分

隔。

14.   如請求項 1所述的半導體元件，更包括：
第二金屬層，配置在所述第一金屬層上；以及

空氣橋，內埋在所述第一金屬層與所述第二金屬層之間。

15.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述第一金屬層經組態以用來當作晶片針測測試墊。
16.   如請求項 1所述的半導體元件，更包括：打線接合至所述第一金屬層的所述頂面，其中

所述背側通孔與所述打線橫向偏移，使得所述背側通孔在所述上視角度下不與所述打線

重疊。

17.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述源極電極在所述上視角度下與所述第一金屬層
完全重疊。

18.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述源極電極在所述上視角度下不與所述背側通孔
重疊。

19.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述背側金屬層包括濺鍍層與上覆所述濺鍍層的電
鍍層。

20.   如請求項 1所述的半導體元件，其中所述半導體層為 GaN磊晶層。
圖式簡單說明

圖 1是依照本發明一實施例的一種半導體元件的剖面示意圖。
圖 2是依照本發明另一實施例的一種半導體元件的上視示意圖。
圖 3是依照本發明另一實施例的一種半導體元件的剖面示意圖。
圖 4是依照本發明替代實施例的一種半導體元件的剖面示意圖。
圖 5是依照本發明其他實施例的一種半導體元件的剖面示意圖。
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